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Resumo

A literatura aponta que, para haver aumento de indice de Desenvolvimento
Humano, ¢ indispensavel o aumento de consumo energético. Dentro desse cenario, 0
uso de energia solar aparece como uma solucéo ecologicamente amigavel (ecofriendly).
Os desafios em seu uso residem na necessidade de torna-la economicamente
competitiva — 0 que justifica a necessidade da pesquisa nessa area de desenvolvimento
tecnoldgico.

As células solares de silicio tipo p, dopadas com boro, dominam o mercado
desde os anos de 1960. Entretanto, nos ultimos anos, verificou-se que as células solares
tipo p sofrem degradacdo das propriedades elétricas pela irradiacdo solar. Células
solares tipo n, isto €, dopadas com fosforo, além de ser uma alternativa a esse problema,
apresentam potencial de atingir maior eficiéncia.

O presente trabalho tem por objetivo simular e analisar células solares de silicio
tipo n com emissores seletivos, isto €, emissores em que a dopagem e a profundidade de
juncéo pn da area metalizada diferem dos valores da area entre as trilhas metélicas de
contato elétrico.

Simularam-se, utilizando o programa PC-1D, células solares p'nn® com
emissores seletivos de diferentes valores de concentracdo de atomos em superfice (Cs) e
profundidade de jungéo (x;) obtendo-se os parametros elétricos destes dispositivos. Para
representar o impacto da area metalizada no desempenho da célula solar, simulou-se um
dispositivo com area igual a area metalizada, ndo iluminada e com velocidade de
recombinacdo em superficie de 1x10’ cm/s. Desta simulago, obteve-se a densidade de
corrente de saturacao relativa a area metalizada e este dado foi introduzido no programa
PC-1D para simulacdo de uma célula solar. O Cs foi variado de 1x10" cm™® a 1x10%
cm® e a X; foi variada de 0,25 pm a 2 pm. Foram consideradas duas condicOes de
recombinacdo em superficie nas regides entre as trilhas metalicas.

Concluiu-se que os emissores seletivos apresentam melhor desempenho quando
a C, é da ordem de 1x10%° cm™, com x; na regido entre trilhas de 0,25 um a 0,5 pm € X;
na regido metalizada de 1 um a 2 um. Isso resultou em um aumento de 1 % absoluto
sobre a eficiéncia de células solares com emissor homogéneo (Xj = 1 pum) e com
reduzida passivacdo de superficie. Verificou-se, também, que o principal parametro
afetado pela introducdo de emissores seletivos foi a densidade de corrente curto-
circuito, apresentando um aumento de aproximadamente 3 mA/cm?, 10 % maior que a
de células solares de emissor homogéneo desenvolvidas no NT Solar.
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